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１．概要（Summary） 

流体自己集積(Fluidic Self-Assembly, FSA)は，液相

にて基板(リリーサー)からミクロンオーダーの光電子デバ

イスのチップを単離し，異なる基板(レシーバー)に集積す

る手法であり，微小かつ大量のデバイスを同時に集積で

きる利点がある．これまで，集積されるチップのサイズは、

付着の問題から数十ミクロン以上のスケールに限られて

いた．本研究では，表面・界面エンジニアリングによりナノ

スケールのチップの超微細・高密度集積の実現を目指し

ている．今回、京都大学 微細加工プラットフォーム施設

の設備を利用して、当該技術の開発を進めた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ウエハスピン洗浄装置、UV オゾンクリーナー・キュア装

置、触針式段差計(CR)、深堀りドライエッチング装置(Φ

6")、ドライエッチング装置 

【実験方法】 

ナノハブにて、CAD による製図およびレーザー描画に

より，リリーサー，レシーバーそれぞれのパターンのフォト

マスクを作製した．SOI ウエハ全面にフォトレジストを塗布

し，その後フォトマスクで覆った後に i線ステッパ―を露光

し，現像することで選択的にフォトレジストを除去した．そ

の後ドライエッチングによりパターンを形成し，O2プラズマ

によりフォトレジストを除去した．レシーバーについてもリリ

ーサーと同様の工程で作製し，くぼみの並んだ構造を作

製した． 

自機関にて、5 mm 角に切り出したリリーサーとレシー

バーをフッ酸水溶液中に入れ，外力を加えながらリリーサ

ーをエッチングすることにより，Si 薄膜の分離およびレシ

ーバーへの集積を行った．外力としてスターラーと超音波

振動の 2種類を検討した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

フッ酸水溶液は SiO2 を選択的に溶解するため，リリー

サーをフッ酸水溶液中でエッチングすることでデバイスを

模したSi薄膜が液中に分離される．外力を加えずにリリー

サーのフッ酸水溶液エッチングを行ったところ，Si 薄膜は

支持基板とファンデルワールス力により引き合い，再度接

着した．接着したのち，スターラーによる攪拌や超音波振

動による外力を加えたが，Si 薄膜を支持基板から分離す

ることは困難であった．そこで，リリーサーのフッ酸水溶液

エッチングと同時に外力を加えた．スターラーによる外力

では Si 薄膜を分離できなかったが，超音波振動による外

力を加えることで，リリーサーから Si 薄膜の分離に成功し

た．リリーサーとレシーバーをフッ酸水溶液中に入れ，超

音波振動下でリリーサーのエッチングを行うことで，レシー

バー上に Si薄膜の接合が確認された． 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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